ELM201 KATIHAL ELEKTRONIGI-I

Katkilama (Doping):
Yaruletken malzemeye, 1stenen bir davranisi elde etme amaciyla
farklh katki maddeler1 eklemek

Katisik atomlar (Impurity atoms):
Tiirdes bir atom ortamina katilan baska bir tiirden ¢cok az sayida
katilan atomlar

Katiski (Impurity):
Belirli bir kimyasal maddenin safligin1 bozan az miktardaki
yabanci madde

GaAs: Galyim Arsenit (Galyum Arsenid) (Ing: Gallium arsenide)
InP: Indiyum Fosfat (Indium phosphide)
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Ozgiin yariiletken, katkisiz yariiletken, has yariiletken
(intrinsic semiconductor)

Kristal yapisina yabanci atomlar katilmamis ve bu nedenle
herhangi bir sicaklikta serbest elektron sayisi serbest delik sayisina
esit olan yaruletken.

Kristal yapisina yabanci atomlar katilmamis ve bu nedenle
herhangi bir sicaklikta serbest elektron sayisi, serbest delik
sayisina esit olan yaruletken.
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Band gap: yasak bant
Yaruletkenlerde, elektronlarin sahip olamayacaklar1 enerji
degerini kapsayan enerji bandi

Yasak bant enerjisi (Band gap energy): Kuantum mekaniginde
iletim band1 ile degerlilik band1 arasinda enerji farki

Degerlilik bandi, valans bandi (valence band)
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Y ariiletken Malzemeler
(Semiconductor Materials)

- Elektronik malzemeler genellikle 3 grupta incelenir:
Yalitkanlar, iletkenler ve yaruletkenler. Bu malzemeleri
ayirmakta  kullanilan  Oncelikli  parametre  6zdireng
(resistivity)’tir.

- Ozdirenc (resistivity), birim kesit alanina ve birim uzunluga
sahip bir malzemenin direncidir. Birimi “Qm” veya “Qcm”
olarak verilir ve p (rho) semboliiyle gosterilir.

Ders Kitaplart:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Tablo Kati malzemelerin elektriksel
siniflandirilmasi
Malzeme Ozdirenc (Qcm)
Yalitkanlar 10°<p
Yariiletkenler 103 <p< 10°
[letkenler p< 1073

Tabloda goriildiigii gibi yariiletkenler, yalitkan ve iletken
sinirlar arasinda tim bolgeyr doldururlar. Ayrica 6zdirenglert,
yariuletken kristale eklenen farkli katisik atomlar yardimiyla
kontrol edilebilir.
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Tek kristalli (single cristal: Boylestad) yariiletkenler (elemental
semiconductors) tek tip atomdan olusur (Periyodik tabloda IVA
grubu elementlert).

Bilesik yaruletkenler-(compound semiconductors) IHIA ve VA
yada IlA ve VIA grubu elementlerin kombinasyonlar: biciminde
olusturulabilirler.

Germanyum ilk kullanilan yariiletkenlerdendir.

Ancak, Silisyum (Silicon) hizl1 bir sekilde Germanyumun yerini
almis ve glinimiiziin en onemli yariletken malzemesi olmustur.
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Silisyum daha genis yasak bant enerjisine (bandgap energy)
sahiptir.

Bu nedenle Germanyuma gore daha yiiksek sicakliktaki
uygulamalarda kullanilabilir.

Silisyum tiizerinde oksitlenme kararl1 yalitkan oksit olusturur.

Oksitlenme ozelligi  tiimlesik devrelerin  (IC) {iretiminde,
Silisyuma Germanyuma kiyasla i1sleme avantaji kazandirir.
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Bilesik yariiletkenlerden

- GaAs (Galyum Arsenid)
- InP (Indiyum fosfd)

Optoelektronik uygulamalar i¢in en 6nemli yariiletkenlerdendir.
(orn: LED’ler lazerler ve fotodedektorler)

SiGe teknolojisi RF uygulamalari i¢in 6nemlidir.

Kovalent Bag Modeli (Covalent Bond Model)
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Silisyum atomlar1 1¢in basitlestirilmis 2 boyutlu kovalent bag
modeli
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